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4.2 Optische Kopplungsprinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2.1 Stirnkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.2.2 Linsenkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3 Justier- und Fixiertechniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.3.1 Aktive Justage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.3.2 Passive Justage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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4.5 Charakterisierung des TSSOP-Gehäuses mit Linsen-Koppelkonzept . . . 79

4.5.1 Optische Ausgangskennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.5.2 Fernfeldcharakteristik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.5.3 Koppeleffizienz der TOSAs mit Linsenkopplung . . . . . . . . . . 82

5 Faser-Chip-Stirnkopplung für 1300 nm VCSEL 83
5.1 Lichteinkopplung in Einmodenfasern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.1.1 Simulation der Koppeleffizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1.2 Simulation der Justiertoleranzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1.3 Simulation der Koppeleffizienzen und -toleranzen mit Raytracing . 90

5.2 Voruntersuchungen zur selbstjustierenden Faser-Chip-Kopplung . . . . . 94
5.2.1 Mechanische Simulation der Rückstellkräfte . . . . . . . . . . . . 96
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